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pare soliocitar patente de invencién en Espaiia

por: "METODO DE FABRICACION DE ELEMENTOS DE SELENIO"

& _nombre de STANDARD ELECTRICA, S.A.

“ domiciliada en Madrid, calle de Ramfrez de Prado n.e 7

La presente invencidén tiene que ver con elementos de selenio,
teniendo por objefo me jorar las cualidades y caracteristicas de dichos
elementos, |

los elementos de selenio, tales como los rectificadores, constrd-

5 yense de ordinario colocando sobre una lémina portadora una capa adhe-.
rente de selenio y sometiendo el selenio & tratamientc térmico a efec—,
to de cristalizarlo. Casﬁ de guererse, la superficie de selenio puede

' someterse a uno o més tratamientos adicionales, heche lo cual se le
aplica un coﬁtraelectrodo, componiéndose éste generalmente de alea—
cién metdlica que se haga adherirse Intimamente al selenio mediante

aplicacién en forma de roocfo. Segin la teoria, se forma en la super-
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ficie de selenio la llamada ""capa de bloqueom™, apenas debajo del
contralectrodo, lo gque le da al elemento sus caracteristicas de
rectificacidén. la cualidad de rectificacién se favorsce muchisi-

mo sometiendo el elemento a electroformacidén, que se realiza co-

necténdolo en un circuito de corriente contfnua o de corriente

continua pulsatoria; ligando el contralectrodo a uno de los bor-
nes y la lémina portadora al otro. Hecho eso, el elemento pre-~
sentari la ya bien conocida caracteristicas de los rectificado—
res de transmitir corriente mis fécilmente en un sentido que en
el otro.

Segin nuestra invencidn, mejoramos las caracteristicas de
rectificacidén reduciendo la cantidad de corriente que circula en
el sentido contraric de la corriente, reduéiendo a la vez el tiem-
po necesario para electroformacién satisfactoria. Iogramos esta
mejora sometiendo el elemento revestido de selenio, antes de apli-
carle él contraelectrodo, a tratamiento con fﬁpor de aﬁoniaco, cual
se oﬁtiene en una cémara montada sobre una disclucidén de hidréxido
de amonio. Este tratamiento praéticase de preferencia después de
que el selenio ﬁaya adquirido fﬁrma cristalina, aunque no creemos
que se pierda la ventaja del tratemiento si éste se realiza antes
de que la crisfalizacién se complete. Terminado el tratamiento, el
elemento puede electroformarse como de costumbre.

La invencién podré.comprenderse me jor leyendo la descrip~
cién pormenorizada que éigue con referencia al adjunto dibujo, del
cual:e

la Fig. 1 presenta de frente un elemento rectificador de
selenio, que permite apreciar las diversas capas de sus materias
componentes; .

La Fig. 2 es vista lateral en seccién, segin la linea 2-2
de la Fig. 13 ¥

La Fig. 3 ensefia un elemento debgelénib sometido a trata-
miento en una'céméra montada sobre una disoludién de hidréxido de

amonio, con arreglo a la invencidn.
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Refiriéndonos a las Figs. 1 y 2, la 1l&mina Zo§a§1:g

de bass (1) constitdyela de ordinario uns limina o disco de me-
tal, que, por ejemplo, puede ser de aluminio o de hierro o acero
¥ que, si se quiere, puede niguelarse. Con arreglo a técnica co-
min, la presentamos con orificio central (2), si bien se com-
prenderd que no sieﬁpre serd preciso gque lo tenga. la superficie-de
la léminabpor lo regular se hace éspera, aplicédndosele luego, en
forma ya bien conocida, una capa (3) de selenio, capa que, por
ejemplo, pue¢e aplicarse fundiendo polvo de ée;enio ¥ esparciéndolo
sobre la superficie, dsjédndolo enfriar luego, lo que deja una capa
adherente de selenio vitreo. Esta capa luego por lo general se'somé—
te a tratamiento de calor y presién, para cristalizar el selenio y
darle forma metélica, cosa que, como ya es bien sabido, se'puade
realizar haciendo presidn contrﬁ el elemento mientras se caliente
el selenio hasta temperatura del orden de 1202 C., por ejemplo,
durante corto espacio de tiempo, después de lo cual la temperatura
se puede aumentar hasta cerca de 2002 C., sin presién. Una vez
obtenida la capa de selenio criétalino y metdélico, el selenio com'un- -
mente se dota de una capa contraelectrédica (4), que se puede con-
seguir rociando la superficie de selenio con alguna substancia
metélica, como una aleacidén de cadmio, bismuto y estafio, despuds
de haber cubierto prime:b el margen periférico exterior y también
el margen beriférico interior, alrededor del orificio centfal, a
fin de impedir que el contraelectrodo se ponga en corto circufto con
respecto a la lémina de base.

Sometemos el selenio al tratamiento de amoniaco con arregloe
a la invencién antes de rociar el elemento con lasubstancia contra-
electrédica. Hacemos esto poniendo el elemento revestido de selenio
en una cémara (5) montada sobre una disolucién de hidréxido de amo-
nio, segin ensefiamos en la Fig. 3. En la Fig. 3 la cémara (5) tie-
ne adecuado soporte para el elemento de selenio, soporte que figu-

ra en forma de ejecillo (6) que pasa por orificios convenientes
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de los costados de la cédmara y por el orificio central (2) del i
elemento de geleﬁio. Segiin 16 ensefiamos, el elementoc de selenio
compénese de la lédmina de base (1) y de la capa (3) de selenio.
Es preferible que la capa (3) esté en forﬁa_hetélica, como 16
estaria con posterioridad al tratamiento térmico, pero puede gue
sea posible someter el elemento al vapor de amoniaco aun antes
del tratamiento térmico. En el fondo de la odmaras colocamos la di~ i
solucidén de hidréxido de amonio (f). La concentracidén de la diso- |

lucién no es factor determinante, pudiendo variar, por ejemplo, entre

"0'1% y una disolucién saturada de hidréxido de amonio. Después de

ponerse sl elemento de selenio en la cédmara, se tapa ésta con ade—
cuada cubierta (8) para impedir que se escape el vapor.

Bl tiempo que se deje el elemento de selenio’en le cémara
tampoco es factor determinante, no siendo pfeciso sefialarlo aqui.
Hemos descubierto que un tratamiento de tres minutos de duracién
préduce muy buenos resultados, siendo que en otros casos se estima
satisfactorio un tratamiento que dure hasta tres horas. Es probable
que el efecto benéfico derivado del tratamiento obedezca al gas o
vapor de amoniaco que entra en la cémara montada sobre la disolu-
eién.y produce algin cambio o efesto quimico en la superficie
de selenio., Tambi'en hay en la cdmera cierta cantidad de vapor de
agua procedente de la disolucidén, pudiendo ser que la combinacién
del vapor de agua con el del amoniaco sea lo que produzca el efec-
to benéfico.

Pero sea cual sea la teorfia del tratamiento, hemos descu-—
bierto que los elementos de selenio sometidos & ese tratamiento
en cémara que contenga hidréxido de amonio ofrecen mayor resis-
tencia a la eofriente en el sentido contrario de eirculacidn que
los que no hayan sido sometidos a é1, y ademds que, al'eleétro-
formarse con tensidén de corriente contfinua, alcanzan la tensidn
deseada en menos tiempo que los discos no sometidos a dicho tra-
tamiento.

La electroformacién puede realizarse de menera ye bien
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conocida haciendo circular por el elemenfo corriente continua
en direccidén contraria a la normal de ida del.elemenfo cuando
éste ae encuentra en uso normal. Es preferible que la corriente
formadora sea corriente Qontinua pulsatoria. Con este objeto el
contraelectrodq se conecta a uno de los bornes de la fuente de
tensidn dé corfiente continua pulsatoria y la lémina de base al
otro borne. la tensién de corriente contfnua puede, por ejemplo,
ser la produoida por un rectificador de una alternancia o de dos
alternancias, pudiendo ser aproximadamente dé»veihte volts. Esita
électréfoﬁmacién puede durar distintos perfodos & partir de unos
cinco minutos, después de lq cual el elemento funcionard bien co-
mo rectificador. Se comprenderd que el tratamiento segﬁn nuestra
invencién se puede practicar en gran nimero de elementos en una
sole cémara sl mismo tiempo y que se presta fédcilmente a la pro-
duccidén en grande escala.

Este invento corresponde a una ﬁolicitud de Patente-
presentada en los Estados Unidos de Américe el dfa 19 de Abril

de 1943, sefialada con el N.? 483.611 y se acoge por lo tanto a

‘los beneficios que conoeden los convenios internacionales vi-

gentes.

Los punt@s de invencién propia y nueva que se presentan
para que sezn objeto de esta Patente de veinte dﬁas; son los si-
guientess
1.2 - Método de fabriﬁar un elemento de selenio que incluye una
capa de selenio adherida a una lémina base que incluye su trata-
miento con el vapor de una solucidn de hidréxido de amonio y
aplicando despuéé un contrgelectrodo sobre el selenio y formando
el elemento por un potencial de c.c.

2.2 -~ Método de fabricar un elementc con una capa de selenio que
incluye el someter la superficie de selenioc al vapor de una solu-
cién de hidrﬁxido de aﬁonio esparciendo después un contraelectrodo
en la superficie tratada y formando después eléctricamente el ele-

mentos



st o et i g R b 8

av

145

150

155

160

167352
3.2 - Método de fabricar una ldmina base con una capa de selenio
que incluye su colocacidén en una cédmara cerrada sobre una solu-
cién de ﬁidréxido amonio y esparciendo después una capa de una
aleaci6n>contraelectrodo sobre la superficie de selenio asi tra-
tada.»
4.0 - Método de fabricar un elemento que incluye una caja metdli-
ca de selenio gue incluye el someter la superficie dé selenio
al vapor de una solucidén de hidréxido de amonio y apliéar después

un contraelectrodo sobre la superficie tratada,

5.9 — Método de fabrioar un elemento-de selépio que incluye una

capa de sglenio adherida a'una ldmina base que incluye el trataé“
miento térmico del selenio y sometiéndolo deSpﬁés al vapor de
una solucién de hidrdxido de amonio cubriendo despuéds el éelenio
ooh una capa contrﬁelectrbdo.

6.9 = Un elemento de selenio que incluye une capa metdlica de
selenio adherida a una l&mina base, teniendo dicho selenio una .
superficie tratada con el vapor de hidrdéxido de amonio y un
contraelectrodo cubriendo la superficie tratada.

T.2 = Método de fabricacién de elementos de selenio.

Tal y como se ha descfito en la Memoria que antecede, represen—
tado en los dibujos que acompafian y con los fines qﬁe se haﬁ a8~

pecificado.

. La presente Memoria consta de seis hojas escritas por una sola

cara.
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FIG. 1.

FIG. 3.

8 —— —
el n)
T
| ;
‘ ‘
! i
¢ ¥
| -
) rmm !
[ PN '
i [ X
! 1y \
| 1
- - i | i - —-3
‘ T - o -d :‘ -
i 1 \
i : i \
! t )
== L *":T ----- H=x
1 ] t |
: : :' [ I N
! |
t
= ____ S . i —
1 [ R i
1 [l ‘
t It X
! bl
| | 1
o
i
| o t/-5
t l-at )
! 1
! I
! i
! 1
S
TS T T/ =TT
| — e— —
f— — — = = —
‘T |
| '
] I
! —
| — -+ — - '7
! !
, —_—
! —
D o e e e e -
\

N —»




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



